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1．緒言 

X 線光電子分光法（XPS : X-ray Photoelectron 

Spectroscopy）は元素の化学結合状態を同定可能

なため，産業界では品質管理などに利用されつつ

ある。しかしながら、本分析手法はスペクトルの

定量分析の精度が解析者に依存するという問題

を抱えている。その原因の一つにバックグラウン

ド形状が解析範囲等により容易に変わってしま

うことが挙げられる。特に簡便で実用上最も良く

利用されている Shirley–Sherwood（以降，Shirley）

法(1)を用いたバックグラウンド計算では，バック

グラウンドの始点と終点の強度 (IS，IE) が解析者

毎に異なる。これによってバックグラウンド形状

に任意性が生じ，定量結果がバラついてしまう。 

 

2．実験方法 

そこで本研究では動的 Shirley法(2)に着目した。

動的 Shirley 法はピークフィッティング処理にお

いてバックグラウンド形状を動的に最適化する

手法である。この動的計算では ISと IEが最適化

され全自動でバックグラウンドを計算できるた

め定量分析の結果の安定化に繋がる。 

 

3．結果と検討 

 動的 Shirley 法の有効性を検証するため，

SiO2/Si薄膜で測定した Si 2pスペクトルを用いて

バックグラウンド計算および定量分析を行った。

図 1 に各手法によるバックグラウンド計算の結

果を示す。図 1 (a) から，Shirley法で求めたバッ

クグラウンドは始点・終点のデータ点を通過する

ように決められていることが分かる。一方、動的

Shirley 法では始点・終点の強度 (IS，IE) が最適

化されるため，データ点の平均を通るようなバッ

クグラウンド形状が得られている。 

 図 1 (a) (b) それぞれに示したバックグラウン

ドを Si 2pスペクトルから差し引き，得られた Si

と SiO2 ピークの面積比を用いると定量計算が可

能になる。この面積比を用いて，上部層である

SiO2薄膜の厚み推定を行った。この時，端点位置

の選択が定量結果に及ぼす影響を調べるため、図

1 の終点を±0.5eV の範囲で変えて膜厚計算を行

った。この結果を図 2に示す。図 2より，Shirley

法では端点の選択位置によって SiO2 膜厚の推定

値が大きく変動していることが分かる (標準偏

差 ρ＝0.88nm)。それに対して動的 Shirley 法を用

いた場合，ρ＝0.14nmと劇的に変動が低減された。 

以上の検討から，動的 Shirley 法は解析者の判

断に起因した定量分析結果のバラツキを抑制で

きることが明らかとなった。 
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図 1 各手法によるバックグラウンド計算の結果 

[(a) Shirley法，(b) 動的 Shirley法] 
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図 2 動的 Shirley法を用いた定量分析の結果 
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